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(57) Abstract: Optoelectronic semiconductor chip (100) with a main radiation side (101), comprising a semiconductor layer
sequence (2), which is designed for the emission of radiation, and a structured support (1), which is arranged on the side of the
semiconductor chip (100) that is facing away from the main radiation side (101), wherein a p-doped semiconductor layer (23) of the
semiconductor layer sequence (2) is electrically contacted by means of a first connection layer (3) and an n-doped semiconductor
layer (21) of the semiconductor layer sequence (2) is electrically contacted by means of a second connection layer (4), and wherein
the first connection layer (3) is electrically contacted by means of a first contact layer (5) and the second connection layer (4) is
electrically contacted by means of a second contact layer (6), wherein the first contact layer (5) and the second contact layer (6)
completely penetrate through the structured support (1) and the first contact layer (5) is arranged laterally at a distance from the
second contact layer (6), and wherein the structured support (1) comprises a stabilizing material selected from the group comprising
a photoresist, an inorganic-organic hybrid material, a spin-on material, an insulating material applied by means of a screen printing
process, and a dielectric material.

(57) Zusammenfassung:
[Fortsetzung auf der ndchsten Seite]
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3)

Optoelektronischer Halbleiterchip (100) mit einer Strahlungshauptseite (101), umfassend eine Halbleiterschichtenfolge (2), die
zur Emission von Strahlung eingerichtet ist, und einen strukturierten Trdger (1), der an der Strahlungshauptseite (101)
abgewandten Seite des Halbleiterchips (100) angeordnet ist, wobei eine p-dotierte Halbleiterschicht (23) der
Halbleiterschichtenfolge (2) mittels einer ersten Anschlussschicht (3) elektrisch kontaktiert ist und eine n-dotierte
Halbleiterschicht (21) der Halbleiterschichtenfolge (2) mittels einer zweiten Anschlussschicht (4) elektrisch kontaktiert ist, und
wobei die erste Anschlussschicht (3) mittels einer ersten Kontaktschicht (5) elektrisch kontaktiert ist und die zweite
Anschlussschicht (4) mittels einer zweiten Kontaktschicht (6) elektrisch kontaktiert ist, wobei die erste Kontaktschicht (5) und die
zweite Kontaktschicht (6) den strukturierten Tréger (1) vollstdndig durchdringen und die erste Kontaktschicht (5) lateral
beabstandet zur zweiten Kontaktschicht (6) angeordnet ist, und wobei der strukturierte Tréger (1) ein stabilisierendes Material
umfasst, das aus der Gruppe ausgewdhlt ist, die einen Fotolack, ein anorganisch-organisches Hybridmaterial, ein spin-on Material,
ein mittels Siebdruckverfahren aufgebrachtes Isolationsmaterial, und ein dielektrisches Material umfasst.
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Beschreibung

Optoelektronischer Halbleiterchip und Verfahren zur

Herstellung eines optoelektronischen Halbleiterchips

Diese Patentanmeldung beansprucht die Prioritat der deutschen
Patentanmeldung 10 2015 211 185.7, deren Offenbarungsgehalt

hiermit durch Riickbezug aufgenommen wird.

Die Erfindung betrifft einen optoelektronischen
Halbleiterchip. Ferner betrifft die Erfindung ein Verfahren

zur Herstellung eines optoelektronischen Halbleiterchips.

In optoelektronischen Halbleiterchips werden in der Regel
Trager verwendet, um nach dem Abldsen einer
Halbleiterschichtenfolge von dem Aufwachssubstrat eine
ausreichende Stabilitadt fiir den optoelektronischen
Halbleiterchip zu gewahrleisten. Bisher werden
optoelektronische Halbleiterchips zur Stabilisierung mittels
eines Moldprozesses mit Epoxiden, Silikonen oder sonstigen
Kunststoffen verarbeitet. Ein Nachteil dieses Moldprozesses
ist, dass nach dem VergieBen die Kontaktschichten,
insbesondere die Rickseitenkontakte, freigeschliffen werden
missen, die zuvor Ublicherweise galvanisch aufgebracht worden

sind.

Eine Aufgabe der Erfindung ist es, einen optoelektronischen
Halbleiterchip bereitzustellen, der einfach und/oder
kostenglinstig hergestellt werden kann. Ferner ist eine
Aufgabe der Erfindung, ein kostenglinstiges Verfahren zur
Herstellung eines optoelektronischen Halbleiterchips
bereitzustellen. Insbesondere wird ein Verfahren

bereitgestellt, das die Freilegung der galvanisch
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aufgebrachten Kontaktschichten vermeidet. Ferner vermeidet

das Verfahren einen sogenannten Moldprozess.

Diese Aufgaben werden durch einen optoelektronischen
Halbleiterchip gemal dem unabhdngigen Anspruch 1 geldst.
Vorteilhafte Ausgestaltungen und Weiterbildungen der
Erfindung sind Gegenstand der abhdngigen Anspriiche. Ferner
werden diese Aufgaben durch ein Verfahren zur Herstellung
eines optoelektronischen Halbleiterchips gemall dem
unabhdngigen Anspruch 9 geldst. Vorteilhafte Ausgestaltungen
und Weiterbildungen des Verfahrens sind Gegenstand der

abhdngigen Anspriche 10 bis 13.

In zumindest einer Ausfihrungsform weist der
optoelektronische Halbleiterchip eine Strahlungshauptseite
auf. Der optoelektronische Halbleiterchip umfasst eine
Halbleiterschichtenfolge, die mindestens eine n-dotierte
Halbleiterschicht, mindestens eine p-dotierte
Halbleiterschicht und eine zwischen der mindestens einen n-
dotierten Halbleiterschicht und der mindestens einen p-
dotierten Halbleiterschicht angeordnete aktive Schicht
umfasst. Insbesondere ist die Strahlungshauptseite senkrecht
zu einer Wachstumsrichtung der Halbleiterschichtenfolge des
optoelektronischen Halbleiterchips orientiert. Insbesondere
wird Uber die Strahlungshauptseite Strahlung emittiert.

Die aktive Schicht ist zur Emission von Strahlung
eingerichtet. Der optoelektronische Halbleiterchip weist
einen strukturierten Trager auf, der an oder auf der
Strahlungshauptseite abgewandten Seite des Halbleiterchips

angeordnet ist.

Die p-dotierte Halbleiterschicht ist mittels einer ersten

Anschlussschicht elektrisch kontaktiert. Die n-dotierte
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Halbleiterschicht ist mittels einer zweiten Anschlussschicht
elektrisch kontaktiert. Die erste Anschlussschicht ist
mittels einer ersten Kontaktschicht elektrisch kontaktiert.
Die zweite Anschlussschicht ist mittels einer zweiten
Kontaktschicht elektrisch kontaktiert. Die erste und zweite
Kontaktschicht durchdringen den Tradger vollstédndig. Die erste
Kontaktschicht ist lateral beabstandet zur zweiten
Kontaktschicht angeordnet. Der Trager umfasst ein
stabilisierendes Material, das aus der Gruppe ausgewahlt ist,
die einen Fotolack, ein anorganisch-organisches
Hybridmaterial, ein spin-on Material, ein mittels
Siebdruckverfahren aufgebrachtes Isolationsmaterial und

dielektrisches Material umfasst oder daraus besteht.

Die Halbleiterschichtenfolge des optoelektronischen
Halbleiterchips basiert bevorzugt auf einem III-V-
Verbindungshalbleitermaterial. Das Halbleitermaterial kann
bevorzugt auf ein Nitridverbindungshalbleitermaterial, wie
AlnIni_pn_pGapN oder auf ein Phosphid-
Verbindungshalbleitermaterial, wie Al Inq_p-pGapP oder auch
auf ein Arsenid-Verbindungshalbleitermaterial, wie AlpInq{_p-
mGamAs basieren, wobei jeweils 0 < n <1, 0 <m <1 undm+ n
< 1 ist. "Auf ein Nitridverbindungshalbleitermaterial
basierend" bedeutet im vorliegenden Zusammenhang, dass die
Halbleiterschichtenfolge oder zumindest eine Schicht davon
ein III-Nitrid-Verbindungshalbleitermaterial, vorzugsweise
IngAlyGaj_x-yN umfasst, wobei 0 < x <1, 0 <y =<1wund x +y
< 1. Dabei muss dieses Material nicht zwingend eine
mathematisch exakte Zusammensetzung nach obiger Formel
aufweisen. Vielmehr kann es einen oder mehrere Dotierstoffe
sowie zusdtzliche Bestandteile aufweisen, die die
charakteristischen physikalischen Eigenschaften des

IngAlyGaj)_x-yN-Materials im Wesentlichen nicht dndern. Der
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Einfachheit halber beinhaltet obige Formel jedoch nur die
wesentlichen Bestandteile des Kristallgitters (In, Al, Ga,
N), auch wenn diese teilweise durch geringe Mengen weiterer

Stoffe ersetzt sein kdnnen.

Die Halbleiterschichtenfolge beinhaltet eine aktive Schicht
mit mindestens einem pn-Ubergang und/oder mit einer oder mit
mehreren Quantentopfstrukturen. Im Betrieb des
Halbleiterchips wird in der aktiven Schicht eine
elektromagnetische Strahlung erzeugt. Die aktive Schicht ist
insbesondere zur Emission von Strahlung eingerichtet. Eine
Wellenldnge oder ein Wellenlangenmaximum der Strahlung liegt
bevorzugt im ultravioletten und/oder sichtbaren und/oder
infraroten Spektralbereich, insbesondere bei Wellenlangen
zwischen einschlielRlich 420 nm und 800 nm, zum Beispiel

zwischen einschlieRflich 420 nm und 480 nm.

Gemal zumindest einer Ausfihrungsform handelt es sich bei dem
optoelektronischen Halbleiterchip um einen Leuchtdiodenchip,
kurz LED. Der Halbleiterchip ist dann bevorzugt dazu
eingerichtet, blaues Licht, griines Licht, rotes Licht, gelbes

Licht oder weilles Licht zu emittieren.

Gemal zumindest einer Ausfihrungsform handelt es sich bei dem
optoelektronischen Halbleiterchip um einen
Dinnfilmhalbleiterchip, insbesondere ein

Dinnfilmleuchtdiodenchip.

Gemal zumindest einer Ausfihrungsform ist die p-dotierte
Halbleiterschicht mittels einer ersten Anschlussschicht
elektrisch kontaktiert. Die erste Anschlussschicht bildet mit
anderen Worten den p-Kontakt des optoelektronischen

Halbleiterchips aus. Die erste Anschlussschicht kann
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insbesondere an der der Strahlungshauptseite abgewandten
Seite des optoelektronischen Halbleiterchips angeordnet sein.
Die erste Anschlussschicht kann aus einem Metall bestehen
oder dieses umfassen. Die erste Anschlussschicht kann einen
Schichtaufbau aufweisen. Beispielsweise kann die erste
Anschlussschicht eine erste Schicht aus einem ersten Metall
oder Legierung und eine zweite Schicht aus einem zweiten
Metall oder einer zweiten Legierung umfassen. Insbesondere

ist das erste Metall von dem zweiten Metall verschieden.

Alternativ oder zusatzlich kann die n-dotierte
Halbleiterschicht mittels einer zweiten Anschlussschicht
elektrisch kontaktiert sein. Die zweite Anschlussschicht
bildet dann mit anderen Worten den n-Kontakt des
optoelektronischen Halbleiterchips aus. Die zweite
Anschlussschicht kann insbesondere an der der
Strahlungshauptseite des optoelektronischen Halbleiterchips
abgewandten Seite angeordnet sein. Die zweite
Anschlussschicht kann eine Schichtenfolge aufweisen.
Beispielsweise kann die zweite Anschlussschicht eine erste
Metallschicht, eine Haftvermittlungsschicht und ein Metall
umfassen oder daraus bestehen. Die zweite Anschlussschicht
kann ein leitfahiges Oxid aufweisen. Insbesondere weist dann
die zweite Anschlussschicht das leitfahige Oxid in Verbindung

mit einer Metallschicht auf.

Gemdl zumindest einer Ausfihrungsform ist die erste
Anschlussschicht mittels einer ersten Kontaktschicht
elektrisch kontaktiert. Mit anderen Worten ermdglicht die
erste Kontaktschicht einen Stromfluss lber den p-Kontakt des

optoelektronischen Halbleiterchips.
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Gemdl zumindest einer Ausfihrungsform ist die zweite
Anschlussschicht mittels einer zweiten Kontaktschicht
elektrisch kontaktiert. Mit anderen Worten ist die zweite
Kontaktschicht dazu eingerichtet, Strom oder Ladungstrager

von dem n-Kontakt zu transportieren.

Gemdl zumindest einer Ausfihrungsform weist die erste
und/oder zweite Anschlussschicht jeweils mindestens ein
Material aus Gold (Au), Silber (Ag), Titan (Ti), Platin (Pt),
Palladium (Pd), Kupfer (Cu), Nickel (Ni), Indium (In),
Rhenium (Rh), Chrom (Cr), Aluminium (Al), Wolfram (W), Zinn
(Sn), Blei (Pb), Germanium (Ge), Bismut (Bi), Antimon (Sb),
Zink (Zn) Kombinationen oder Legierungen oder Oxide oder
Nitride davon auf oder besteht daraus. Alternativ oder
zusdtzlich weist die erste und/oder zweite Kontaktschicht
jeweils mindestens ein Metall aus den oben genannten
Metallen, eine Kombination dieser Metalle oder Legierungen

davon auf oder besteht daraus.

Gemdl zumindest einer Ausfihrungsform durchdringt die erste
und/oder zweite Kontaktschicht den strukturierten Trager
vollstandig. Insbesondere ist der Trager direkt oder indirekt
an oder auf der zweiten Anschlussschicht strukturiert
aufgebracht. Mit "direkt" wird hier und im Folgenden direkter
mechanischer und/oder elektrischer Kontakt verstanden.
Insbesondere sind dann keine weiteren Elemente oder Schichten
zwischen dem Trager und der zweiten Anschlussschicht
angeordnet. Mit "indirekt" wird hier und im Folgenden
unmittelbarer mechanischer und/oder elektrischer Kontakt
verstanden. Insbesondere ist dann zwischen dem Trager und der
zwelten Anschlussschicht zumindest ein Element oder eine
Schicht, beispielsweise eine Isolationsschicht, angeordnet.

Die erste und/oder zweite Kontaktschicht durchdringen den
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Trager, erstrecken sich also von der Unterseite des Tragers
durch den Trager bis zu seiner QOberseite des Tragers. Die
erste Kontaktschicht kann dabei lateral beabstandet zur
zweiten Kontaktschicht angeordnet sein. Das heilt, in einer
Richtung, die beispielsweise parallel zur Oberflache des
Tragers verlauft oder parallel zur Strahlungshauptseite
verlauft, wird im Abstand zur ersten Kontaktschicht eine
zweite Kontaktschicht erzeugt. Mit anderen Worten ist die
erste und/oder zweite Kontaktschicht in dem Tréager

eingebettet.

GemdB zumindest einer Ausfihrungsform ragt die erste und/oder
zweite Kontaktschicht in Seitenansicht oder im Querschnitt
auf den optoelektronischen Halbleiterchip iber den Trager in
Richtung weg von der Strahlungshauptseite hinaus. Mit anderen
Worten wird hier ein optoelektronischer Halbleiterchip
erzeugt, dessen Kontaktschichten nicht bindig mit der der
Strahlungshauptseite abgewandten Oberfldche des Tréagers
abschlieRt, sondern Kanten aufweist, die uUber die Oberfléche
des Tragers hinausragen. Damit sind erste und zweite
Kontaktschicht leichter in einem folgenden Prozessschritt
ldtbar. Diese hinausragende erste und/oder zweite
Kontaktschicht kann durch einen zweischichtigen Fotolack
und/oder durch ein zweischichtiges Dielektrikum erzeugt
werden. Insbesondere umfassen der zweischichtige Fotolack
und/oder das zweischichtige Dielektrikum den Tradger und eine
Fotolackschicht oder Metallschicht. In einem ersten Schritt
kann der Trager strukturiert werden. AnschlieRend kann das
Aufbringen der Fotolackschicht oder der Metallschicht
erfolgen. Die Metallschicht kann eine Schablone oder Maske
sein. In einem anschlieBenden Verfahrensschritt kann die
Fotolackschicht oder Metallschicht selektiv abgeldst werden.

Insbesondere erfolgt das selektive Abldsen der
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Fotolackschicht oder Metallschicht nach dem Sintern der
ersten und/oder zweiten Kontaktschicht. Damit ist die erste
und/oder zweite Kontaktschicht gegeniiber der Oberflédche des

Tragers erhaben.

Gemdl zumindest einer Ausfihrungsform weist die erste
und/oder zweite Kontaktschicht ein Metall auf. Alternativ
oder zusatzlich kann die erste und/oder zweite Kontaktschicht
ein Pastenlot aufweisen. Mit Pastenlot oder Lotpaste wird
hier insbesondere eine pastdse Mischung aus einem
Lotmetallpulver, zum Beispiel aus Zinn, Silber, Kupfer, Gold,
Indium, Blei, Nickel, Germanium, Bismut, Antimon, und einem
Flussmittel verstanden. Alternativ oder zusatzlich kann die
erste und/oder zweite Kontaktschicht ein Metallpulver
aufweisen oder aus einem Metallpulver bestehen. Das
Metallpulver kann zusatzlich mit Hilfsstoffen versetzt sein.
Das Metallpulver kann in einem Verfahrensschritt gesintert
werden. Insbesondere erfolgt das Sintern bei niedrigen
Temperaturen, also bei Temperaturen von < 400 °C, < 450 °C
oder < 500 °C. Alternativ kann das Sintern des Metallpulvers

auch selektiv, zum Beispiel iiber Lasersintern, erfolgen.

Gemal zumindest einer Ausfihrungsform weist der Trager ein
stabilisierendes Material auf oder besteht aus diesem
stabilisierenden Material. Das stabilisierende Material kann
aus einer Gruppe ausgewahlt sein, die ein Fotolack, ein
anorganisch-organisches Hybridmaterial, ein spin-on Material,
ein mittels Siebdruckverfahren aufgebrachtes

Isolationsmaterial und ein dielektrisches Material umfasst.

Gemdl zumindest einer Ausfihrungsform ist das stabilisierende
Material ein Fotolack. Insbesondere ist der Fotolack

fotostrukturierbar und/oder thermisch strukturierbar.
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Insbesondere ist der Fotolack durch Uberlastung und/oder
Uberbelichtung stabilisiert. Bei dem Fotolack (englisch:
photoresist) kann es sich um einen Negativlack oder einen
Positivlack handeln. Der Negativlack polymerisiert durch
Belichtung und einem nachfolgenden optionalen Ausheizschritt
zur Stabilisierung. Das heiRt nach der Entwicklung bleiben
die belichteten Bereiche stehen. Bei einem Positivlack wird
der bereits verfestigte Lack durch Relichtung wieder 1&slich
flir entsprechende Entwicklerldsungen. Das heiBt nach der
Entwicklung bleiben nur die Bereiche Ubrig, welche durch eine
Maske vor der Bestrahlung geschiitzt sind und somit nicht
belichtet werden. Insbesondere werden als Positivlacke Harze,
beispielsweise Novalackharze, zusammen mit einer fotoaktiven
Komponente, beispielsweise von polymeren Diazoverbindungen
und einem Losungsmittel, verwendet. Diese kdnnen durch eine
Rotationsbeschichtung aus einer fliissigen Phase auf eine
erste und/oder zweite Anschlussschicht aufgebracht werden.
Die Positivlacke werden einem Ausheizschritt unterzogen,
wobei das Losungsmittel und der Lack aushdrten. Anschlielend
kann der Lack je nach gewiinschter Struktur mit UV-Licht
belichtet werden. Dabei bricht die fotoaktive Komponente mit
Hilfe des Lichts auf und der Lack wird an den belichteten
Stellen 1l6slich. Nach der Belichtung konnen diese Teile mit
einer geeigneten Entwicklerldsung weggespliilt werden und es
bleiben die unbelichteten Teile des Fotolacks iibrig. Nach der
Entwicklung kann alternativ oder zusatzlich ein

Ausheizschritt zur Stabilisierung des Fotolacks erfolgen.

Es kann jeder beliebige Fotolack verwendet werden.

Gemal zumindest einer Ausfihrungsform kann der Fotolack ein
permanenter Fotoloack sein. Der Fotolack kann aus einer
Gruppe ausgewahlt werden, die ein epoxybasierten Fotolack,

ein siloxanbasierten Fotolack, Polyimid Materialien, BCB
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(Bisbenzocyclobuten) und Bisbenzocyclobuten fluoriniertes

Polymer umfasst.

Gemal zumindest einer Ausfihrungsform ist der Fotolack ein
permanenter Fotolack, beispielsweise ein permanenter Epoxy

Negativfotolack.

Gemal zumindest einer Ausfihrungsform weist das
stabilisierende Material des Tragers ein anorganisch-
organisches Hybridmaterial auf oder besteht daraus. Das
Hybridpolymer weist organische und anorganische Bereiche auf,
die kovalent miteinander verbunden sind. Das Hybridpolymer
weist insbesondere starke kovalente Bindungen zwischen
anorganischen und organischen Bereichen auf. Auf diese Weise
werden die Eigenschaften sehr gegensatzlicher Materialien,
wie beigpielsweise Glas oder Keramik, mit denen organischer
Polymere oder Silikone auf molekularer Ebene verbunden.
Insbesondere weist das Hybridpolymer eine hohe mechanische
Stabilitat auf. Insbesondere sind Hybridpolymere
Verbindungen, die durch Vernetzung von funktionellen
organischen Bereichen mit anorganischen Bereichen mittels
chemischer Nanotechnologie hergestellt wurden. Insbesondere
besteht das Hybridpolymer aus einem anorganisch basierenden
Netzwerk, beispielsweise aus Silikon, Si-0-Si-Backbone plus
zusdtzlich organischen Bereichen oder Anteilen oder

Netzwerken.

Das Hybridpolymer kann beispielsweise auch als Ormocer®

(Organic Modified Ceramics) bezeichnet werden.

Gemdl zumindest einer Ausfihrungsform ist das stabilisierende
Material des Tragers ein spin-on Material oder der Trager

weist dieses spin-on Material auf. Das spin-on Material kann
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beispielsweise ein spin-on Glas sein. Spin-on Materialien
kénnen beispielsweise mittels Rotationsbeschichtung,
insbesondere durch spin coating oder auch spin-on aufgebracht
werden. Das stabilisierende Material kann ein Glas aufweisen
oder daraus bestehen, wobei das Glas mittels physikalischer
Gasphasenabscheidung, kurz PVD, insbesondere Plasma-enhanced

PVD, erzeugt ist.

Gemal zumindest einer Ausfihrungsform weist das
stabilisierende Material des Tragers ein Isolationsmaterial
auf oder besteht daraus. Insbesondere ist das
Isolationsmaterial mittels Siebdruckverfahren aufgebracht.
Das Isolationsmaterial ist beispielsweise ein

polyesterbasiertes Material oder Polymermaterial.

Gemdl zumindest einer Ausfihrungsform ist das stabilisierende
Material dielektrisch und aus einer Gruppe ausgewahlt, die
Siliziumoxid, Siliziumnitrid, Aluminiumoxid, Aluminiumnitrid,
Titanoxid, Titannitrid und Parylene umfasst. Das
dielektrische stabilisierende Material kann dotiert,
beispielsweise mit Bor oder Phosphor, sein. Das dielektrische
stabilisierende Material kann mittels chemischer
Gasphasenabscheidung, kurz CVD, oder als spin-on Glas

aufgebracht werden.

Der Trager kann zunadchst ganzfldchig aufgebracht werden und
in einem folgenden Prozessschritt mittels einer Fototechnik
und/oder eines Atzprozesses strukturiert werden. Es

resultiert ein strukturierter Trager.

Gemal zumindest einer Ausfihrungsform weist der Trager eine
maximale Dicke auf, die mindestens oder genau dreimal,

viermal, finfmal, sechsmal, siebenmal, achtmal, neunmal,
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zehnmal oder dreilRigmal groRer als die maximale Dicke der
Hableiterschichtenfolge ist. Insbesondere umfasst die
Halbleiterschichtenfolge mindestens die n-dotierte
Halbleiterschicht, mindestens die p-dotierte
Halbleiterschicht und die aktive Schicht. Insbesondere weist
der Trager eine Dicke auf, die grdéBer als 20 um, 30 um, 40
pm, 50 pm, 60 pm, 70 pm, 80 pm, 90 pm, 100 pm, 110 um, 120
um, 130 um, 140 pm oder 200 um ist. Insbesondere ist der
Trager als Schicht ausgeformt und weist eine Schichtdicke wvon
mindestens 100 um auf. Insbesondere ist die Schicht des
Tragers strukturiert, weist also Bereiche auf, die von der
ersten und/oder zweiten Kontaktschicht durchdrungen ist. Die
Schicht kann eine homogene oder eine inhomogene Schichtdicke
aufweisen. Im Fall, dass der Trager eine inhomogene
Schichtdicke aufweist, meint mit einer Schichtdicke wvon
mindestens 100 um, dass die dickste oder die gréBte Dicke des

Tragers mindestens 100 pm ist.

Gemal zumindest einer Ausfihrungsform ist der Trager als
strukturierte Schicht ausgeformt und weist eine Schichtdicke

von mindestens 100 um auf.

Die Erfinder haben erkannt, dass durch einen
erfindungsgemalen optoelektronischen Halbleiterchip im
Vergleich zu konventionellen Halbleiterchips
Verfahrensschritte wahrend der Herstellung eingespart werden
kénnen, was zu einer Vereinfachung des Verfahrens und
Herstellungsprozesses und damit zu einer Kostensenkung fihrt.
Insbesondere miissen die galvanisch aufgebrachten
Kontaktschichten mittels eines Diinnprozesses nicht mehr
freigelegt werden, wenn ein hier beschriebener
erfindungsgemaler Tradger verwendet wird. Ferner konnen

Moldprozesse zur Stabilisierung des optoelektronischen
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Halbleiterchips vermieden werden, da der Trager eine
ausreichende Stabilitdt aufweist. Ferner konnen dicke
Kontaktschichten zur galvanischen Aufbringung vermieden
werden. Dies spart Kosten und Material. Ferner kann die
Vermeidung der Prozessierung von Moldmaterial im Frontend
ermdglicht werden, was eine mdogliche Quelle von

Partikelkontamination darstellt.

Es wird weiterhin ein Verfahren zur Herstellung eines
optoelektronischen Halbleiterchips angegeben. Das Verfahren
zur Herstellung des optoelektronischen Halbleiterchips stellt
vorzugsweise einen optoelektronischen Halbleiterchip her. Das
heilt, samtliche fir das Verfahren offenbarten Merkmale sind
auch flir den optoelektronischen Halbleiterchip offenbart und

umgekehrt.

Gemal zumindest einer Ausfihrungsform weist das Verfahren zur
Herstellung eines optoelektronischen Halbleiterchips mit

einer Strahlungshauptseite die folgenden Schritte auf:

A) Bereitstellen mindestens einer n-dotierten
Halbleiterschicht, mindestens einer p-dotierten
Halbleiterschicht und eine zwischen der mindestens einen n-
dotierten Halbleiterschicht und der mindestens einen p-
dotierten Halbleiterschicht angeordneten aktiven Schicht. Die
aktive Schicht ist insbesondere zur Emission von Strahlung
eingerichtet. Insbesondere emittiert die aktive Schicht im

Betrieb des optoelektronischen Halbleiterchips Strahlung.

B) Aufbringen einer ersten Anschlussschicht auf die der
Strahlungshauptseite abgewandte Seite einer p-dotierten

Halbleiterschicht zur elektrischen Kontaktierung.
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C) Aufbringen einer zweiten Anschlussschicht auf die der
Strahlungshauptseite abgewandten Seite einer n-dotierten

Halbleiterschicht zur elektrischen Kontaktierung.

D) Aufbringen eines strukturierten Tragers auf die erste
und/oder zweite Anschlussschicht. Der Trager umfasst
insbesondere ein stabilisierendes Material, das aus der
Gruppe ausgewahlt ist, die ein Fotolack, ein anorganisch-
organisches Hybridmaterial, ein spin-on Material, ein mittels
Siebdruckverfahren aufgebrachtes Isolationsmaterial und ein

dielektrisches Material umfasst.

E) Aufbringen einer ersten und/oder zweiten Kontaktschicht,
sodass die erste und/oder zweite Kontaktschicht den Tréager
vollstandig durchdringen, wobei die erste Kontaktschicht
lateral zur zweiten Kontaktschicht beabstandet angeordnet

ist.

Insbesondere erfolgt das Aufbringen des Tragers mittels
Sprithen, Schleudern oder Laminieren. Insbesondere wird der

Trager mittels spin-on oder Fotolithografie aufgebracht.

Gemal zumindest einer Ausfihrungsform wird der Trager im
Schritt D) ganzflédchig auf die erste und/oder zweite
Anschlussschicht aufgebracht. Insbesondere erfolgt
anschlieBend das Strukturieren des Tragers. Das Strukturieren
kann mittels einer Maske und durch selektives Aufbringen
erfolgen. Im Falle eines Fotolacks kann anschlieRend eine
Entwicklung des Fotolacks erfolgen. Dadurch wird eine
Fixierung ermdglicht. Die Fixierung kann durch einen
anschlieRBenden Aushartschritt (englisch: hard bake) erfolgen.
Dies fiihrt zu einer chemischen Stabilisierung der Struktur.

Die Entwicklung kann beispielsweise mit Oxiden, Carbonaten
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oder Hydroxiden von Kalium oder Natrium durchgefithrt werden.
Das anschlieBende Ausharten (hard bake) kann bei Temperaturen

von > 150 °C, beispielsweise 250 °C, durchgefihrt werden.

GemdB zumindest einer Ausfihrungsform wird die erste und/oder
zweite Kontaktschicht im Schritt E) aus einer Paste eines
Pulvers oder aus Kugeln zumindest eines Metalls oder einer
Legierung erzeugt. Als Metall kommen die oben bereits flr die
erste und/oder zweite Kontaktschicht beschriebenen Metalle
oder Legierungen aus den Metallen in Frage. Im Falle eines
Pulvers kann eine anschlielende Sinterung des Pulvers bei
Temperaturen von < 500 °C, beispielsweise bei 450 °C,
erfolgen. Alternativ kann eine Sinterung mittels eines Lasers
erfolgen. Die Paste, das Pulver und/oder die Kugeln kénnen
weitere Additive, beispielsweise eine Lotpaste, oder
Lotkugeln umfassen. Die erste und/oder zweite Kontaktschicht
kébnnen tber Siebdruck, Stencil Process oder Rakelprozesse
aufgebracht werden. Die eingebrachten Metalle der ersten
und/oder zweiten Kontaktschicht kénnen mittels Reflow,
Sintern, chemische Behandlung, selektives Lasern und/oder
selektives Laserschmelzen verfestigt werden. Insbesondere

kann die Paste eine Lotpaste sein.

Die erste und/oder zweilte Kontaktschicht kdnnen alternativ

lithografisch erzeugt werden.

Gemal zumindest einer Ausfihrungsform wird nach Schritt D)
eine Fotolackschicht oder Metallschicht auf den
strukturierten Trager aufgebracht. Insbesondere erfolgt das
Aufbringen der Fotolackschicht oder Metallschicht direkt auf
dem strukturierten Trager. Die Fotolackschicht oder
Metallschicht kann auf dem strukturierten Trager zumindest

bereichsweise aufgebracht werden, so dass die Seitenflédchen
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des Tragers die Fotolackschicht oder Metallschicht lberragen.
Alternativ bedeckt die Fotolackschicht oder Metallschicht den
strukturierten Tradger vollstandig. Die Fotolackschicht oder
Metallschicht kann zusdtzlich den Trager iiberragen. Nach
Schritt E) kann die Fotolackschicht oder Metallschicht
entfernt werden, sodass die erste und/oder die zweite
Kontaktschicht in Seitenansicht in Richtung weg von der
Strahlungshauptseite {iber den Trager hinausragen. Mit anderen
Worten wird hier eine Schicht, insbesondere aus Fotolack oder
Metall, verwendet, die tempordr auf den strukturierten Trager
aufgebracht wird. Nach Aufbringen der ersten und/oder zweiten
Kontaktschicht im Verfahrensschritt E) wird diese temporare
Schicht wieder entfernt. Dadurch konnen unterschiedliche
Strukturhohen der ersten und/oder zweiten Kontaktschicht im
Vergleich zur Oberflache des Tragers erzeugt werden.
Insbesondere tUberragt die erste und/oder zweite
Kontaktschicht den Trager in Richtung weg von der

Strahlungshauptseite.

Gemal zumindest einer Ausfihrungsform umfasst die
Fotolackschicht einen Fotolack, der 1dslich ist und nach
Schritt E) entfernt wird. Mit anderen Worten wird hier ein
Fotolack bereitgestellt, der im Vergleich zum Trager nicht
permanent im optoelektronischen Halbleiterchip vorhanden ist.
Die Fotolackschicht hat die Aufgabe, eine Kante, das heiBt
ein unterschiedliches Hbhenprofil zwischen Kontaktschichten
und Oberflache des Tragers, zu erzeugen. Damit kann eine
leichte Anbringung der ersten und/oder zweiten
Kontaktschicht, beispielsweise mittels Ldten, erreicht
werden. Der Fotolack der Fotolackschicht und des Tréagers
kénnen ein gleiches Material aufweisen, die sich nur durch
die Loslichkeit voneinander unterscheiden. So kann

beispielsweise der Fotolack des Tragers unldslich und der



WO 2016/202978 PCT/EP2016/064002

gleiche Fotolack der Fotolackschicht durch Uberbelichtung
oder thermische Behandlung 1ldslich in einem entsprechenden

Losungsmittel sein.

Weitere Vorteile, vorteilhafte Ausfiihrungsformen und
Weiterbildungen ergeben sich aus den im Folgenden in
Verbindung mit den Figuren beschriebenen

Ausfihrungsbeispielen.

Es zeigen:

Die Figuren 1A und 1B jeweils eine Seitenansicht eines
optoelektronischen Halbleiterchips 100 gemal einer

Ausfihrungsform,

die Figuren 2A bis 2C ein Verfahren zur Herstellung eines
optoelektronischen Halbleiterchips 100 gemal einer

Ausfihrungsform, und

die Figuren 3A bis 3D ein Verfahren zur Herstellung eines
optoelektronischen Halbleiterchips 100 gemal einer

Ausfihrungsform.

In den Ausfihrungsbeispielen und Figuren ké&nnen gleiche,
gleichartige oder gleich wirkende Elemente jeweils mit
denselben BRezugszeichen versehen sein. Die dargestellten
Elemente und deren GroRenverhdltnisse untereinander sind
nicht als maRstabsgerecht anzusehen. Vielmehr kdnnen einzelne
Elemente, wie zum Beispiel Schichten, Bauteile, Bauelemente
und Bereiche zur besseren Darstellbarkeit und/oder zum

besseren Verstandnis ibertrieben groll dargestellt werden.
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Die Figuren 1A und 1B zeigen jeweils eine schematische
Seitenansicht eines optoelektronischen Halbleiterchips 100
gemdll einer Ausfithrungsform. Der optoelektronische
Halbleiterchip weist eine Halbleiterschichtenfolge 2 auf. Die
Halbleiterschichtenfolge 2 weist eine n-dotierte
Halbleiterschicht 21, eine aktive Schicht 22 und nachgeordnet
eine p-dotierte Halbleiterschicht 23 auf. Die n-dotierte
Halbleiterschicht 21 ist mittels einer zweiten
Anschlussschicht 4 elektrisch kontaktiert. Die zweite
Anschlussschicht 4 kann ein Schichtsystem 41, 42, 43 aus
unterschiedlichen Metallen oder Legierungen aufweisen. Die p-
dotierte Halbleiterschicht 23 ist mittels einer ersten
Anschlussschicht 3 elektrisch kontaktiert. Die erste
Anschlussschicht 3 kann ein Schichtsystem 31, 32 aus
unterschiedlichen oder gleichen Metallen aufweisen. Der
optoelektronische Halbleiterchip 100 weist eine
Strahlungshauptseite 101 auf. Die Strahlungshauptseite 101
ist insbesondere senkrecht zu einer Wachstumsrichtung einer
Halbleiterschichtenfolge 2 des Halbleiterchips 100
orientiert. Der Halbleiterchip 100 ist insbesondere dazu
eingerichtet, im Betrieb ultraviolettes, sichtbares und/oder
nahinfrarotes Licht Uber die Strahlungshauptseite,
insbesondere in Richtung weg von dem Trager 1, zu emittieren.
Zum Beispiel emittiert der Halbleiterchip 100 blaues Licht,
etwa im Spektralbereich zwischen einschlielich 430 und 480
nm. Die erste und zweite Anschlussschicht 3, 4 sind
insbesondere auf der der Strahlungshauptseite 101 abgewandten
Seite der Halbleiterschichtenfolge 2 angeordnet. Der zweiten
Anschlussschicht 4 ist eine zweite Kontaktschicht 6 direkt
nachgeordnet. Die zweite Kontaktschicht 6 dient zur
elektrischen Kontaktierung und ermdglicht einen Stromfluss.
Der ersten Anschlussschicht 3 ist eine erste Kontaktschicht 5

direkt nachgeordnet. Die erste Kontaktschicht ermdglicht eine
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elektrische Kontaktierung und damit einen Stromfluss. Die
erste und zweite Kontaktschicht sind innerhalb eines
strukturierten Tragers 1 angeordnet. Der strukturierte Trager
1 umfasst oder besteht zumindest aus einem stabilisierenden
Material. Das stabilisierende Material ist insbesondere ein
Fotolack, ein anorganisch-organisches Hybridmaterial, ein
spin-on Material oder ein mittels Siebdruckverfahren
aufgebrachtes Isolationsmaterial. Alternativ kann es auch ein
dielektrisches Material sein. Insbesondere ist das
stabilisierende Material ein Fotolack, insbesondere ein
fotostrukturierbarer Fotolack, der permanent im
optoelektronischen Halbleiterchip 100 angeordnet ist. Der
strukturierte Trager 1 dient zur Stabilisierung des
optoelektronischen Halbleiterchips 100. Insbesondere
durchdringen die erste und zweite Kontaktschicht 5, 6 den

Trager 1 vollstéandig.

Die Figur 1B zeigt eine schematische Seitenansicht eines
optoelektronischen Halbleiterchips 100 gemal einer
Ausfihrungsform. Der optoelektronische Halbleiterchip 100 der
Figur 1B unterscheidet sich von dem optoelektronischen
Halbleiterchip der Figur 1A dadurch, dass die erste und
zweite Kontaktschicht 5, 6 in Seitenansicht {iber den Trager
in Richtung weg von der Strahlungshauptseite 101 hinausragen.
Mit anderen Worten bilden der strukturierte Trager 1 und die
erste und zweite Kontaktschicht 5, 6 keine einheitliche
Oberfldche, sondern die erste und zweite Kontaktschicht 5, 6
sind gegeniiber der QOberfldche des Tragers 1 erhaben. Damit
ist ein leichteres Loten der ersten und zweiten

Kontaktschicht 5, 6 in einem weiteren Prozessschritt moglich.

Die Figuren 2A bis 2C zeigen ein Verfahren zur Herstellung

eines optoelektronischen Halbleiterchips 100 gemal einer
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Ausfihrungsform. Die Figur 2A zeigt das Bereitstellen
mindestens einer n-dotierten Halbleiterschicht 21, mindestens
einer p-dotierten Halbleiterschicht 23 und eine zwischen der
mindestens einen n-dotierten Halbleiterschicht 21 und der
mindestens einen p-dotierten Halbleiterschicht 23
angeordneten aktiven Schicht 22. Diese Schichten 21, 22, 23
bilden die Halbleiterschichtenfolge 2. Die aktive Schicht 22
ist zur Emission von Strahlung, insbesondere im Betrieb des
Halbleiterchips, eingerichtet. Ferner zeigt die Figur 2A den
erfolgten Verfahrensschritt B), in dem eine erste
Anschlussschicht 3 auf die der Strahlungshauptseite 101
abgewandten Seite einer p-dotierten Halbleiterschicht 23
aufgebracht wurde. Ferner zeigt die Figur 2A bereits den
erfolgten Verfahrensschritt C), in dem die zweite
Anschlussschicht 4 auf die der Strahlungshauptseite 101
abgewandten Seite einer n-dotierten Halbleiterschicht 21 zur
elektrischen Kontaktierung aufgebracht wurde. Insbesondere
handelt es sich bei dem optoelektronischen Halbleiterchip 100
um einen Flip-Chip, also um einen Chip, der von einer Seite,
insbesondere der Rilickseite der Halbleiterschichtenfolge 2,

elektrisch kontaktiert ist.

Bei dem optoelektronischen Halbleiterchip 100 der Figur 2A
wurde der Trager 1 ganzflachig aufgebracht. Der Trager 1
umfasst insbesondere ein stabilisierendes Material.
Insbesondere wird das stabilisierende Material mittels
Sprithen, Schleudern, Laminieren oder Drucken aufgebracht. Das
stabilisierende Material kann fliissig sein. Der Trager 1 wird
also ganzflachig auf die erste und zweite Anschlussschicht 3,
4 aufgebracht. Mit anderen Worten steht der Trager 1
zumindest teilweise in direktem Kontakt mit der zweiten und
ersten Anschlussschicht 3, 4. Zwischen der ersten und/oder

zweiten Anschlussschicht 3, 4 und dem Tradger 1 kénnen weitere



WO 2016/202978 PCT/EP2016/064002

Isolationsschichten, hier am Beispiel der Isolationsschicht 9
gezeigt, angeordnet sein. Die Isolationsschichten 9
verhindern einen Kurzschluss. Im anschlieBenden
Verfahrensschritt, hier in Figur 2B gezeigt, kann der Trager
strukturiert werden. Beispielsweise kann der Trager 1 einen
fotostrukturierbaren Fotolack aufweisen. Insbesondere wird
der Fotolack durch Uberbelichtung oder thermische Behandlung
stabilisiert. Der ganzflachig ausgeformte Trager 1 kann
anschieBend belichtet werden. Insbesondere kdonnen Masken
verwendet werden. Je nachdem, ob es sich um einen positiven
oder negativen Fotolack handelt, kann durch die entsprechende
Belichtung der Trager 1 strukturiert werden. Anschlielend
kann das Entwickeln des Fotolacks erfolgen. In einem weiteren
Schritt kann der Fotolack ausgehartet werden, sodass er seine
mechanische Stabilitat erhalt. Nach dem Verfahrensschritt des
Strukturierens des Tradgers kann in einem weiteren
Verfahrensschritt, hier in Figur 2C, die erste und/oder
zweite Kontaktschicht aufgebracht werden. Insbesondere wird
die erste und zweite Kontaktschicht in den strukturierten
Trager 1 eingebracht oder gefiillt. Die erste und/oder zweite
Kontaktschicht kann ein Metall und/oder Pastenlot und/oder
Metallpulver aufweisen. Beispielsweise kann die erste
und/oder zweite Kontaktschicht dadurch erzeugt werden, dass
Metallkugeln in den strukturierten Trager 1 gefiillt werden,
anschlieRBend erfolgt ein Erhitzen, sodass die Metallkugeln
schmelzen und sich die erste und/oder zweite Kontaktschicht
bildet. Es wird damit ein optoelektronischer Halbleiterchip

100 erzeugt, der dem der Figur 1A identisch ist.

Die Figuren 3A bis 3D zeigen ein Verfahren zur Herstellung
eines optoelektronischen Rauelements gemdlB einer
Ausfiihrungsform. Die Figur 3A entspricht im Wesentlichen der

Figur 2A. Die Figur 3B entspricht im Wesentlichen der Figur
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2B mit Ausnahme, dass zusatzlich auf den strukturierten
Trager 1 strukturiert eine Fotolackschicht oder Metallschicht
7 aufgebracht werden. Insbesondere ist die Fotolackschicht 7
eine nicht permanente Fotolackschicht oder ladsst sich
insbesondere wieder nach dem Verfahrensschritt E) entfernen.
Nach Aufbringen der Fotolackschicht oder Metallschicht 7 wird
der Verfahrensschritt E) durchgefithrt, indem die erste
und/oder zweite Kontaktschicht erzeugt werden. Die erste
und/oder zweite Kontaktschicht 5, 6 durchdringen sowohl den
strukturierten Tradger 1 als auch die strukturierte
Fotolackschicht oder Metallschicht 7. Strukturiert bedeutet
hier, dass die Schicht jeweils Teilbereiche aus kleineren
Schichten aufweist, wobei kleinere Bereiche der Teilschicht
eine strukturierte Fotolackschicht oder Metallschicht bilden.
In einem anschlieRenden Verfahrensschritt, wie in Figur 3D
gezeigt, wird die Fotolackschicht oder Metallschicht 7 wieder
entfernt. Mit anderen Worten handelt es sich bei der
Fotolackschicht oder Metallschicht um eine temporare Schicht.
Die Metallschicht 7 kann beispielsweise eine Schablone oder
Maske sein. Damit kann ein optoelektronischer Halbleiterchip
100 erzeugt werden, wie in Figur 3D gezeigt, der eine erste
und zweite Kontaktschicht 5, 6 aufweist, die in Seitenansicht
in Richtung weg von der Strahlungshauptseite 101 iber den
Trager 1 hinausragt. Dies kann zu einer leichten Anbindung
der ersten und zweiten Kontaktschicht in einem weiteren

Prozessschritt fihren, beispielsweise durch Loten.

Gemdl zumindest einer Ausfihrungsform ist es moéglich, dass
der Trager ganzfldchig aufgebracht wird, strukturiert wird,
belichtet wird, anschlieBend kann die Fotolackschicht oder
Metallschicht 7 aufgebracht, belichtet und anschlieBend
entwickelt werden. In einem weiteren Verfahrensschritt kann

dann der strukturierte Trager 1 entwickelt werden.
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Alternativ kann der strukturierte Trager aufgebracht,
belichtet und entwickelt werden und in einem nachfolgenden
Prozess die Fotolackschicht oder Metallschicht aufgebracht
werden, belichtet und entwickelt werden. Die Fotolackschicht
oder Metallschicht 7 kann beispielsweise mittels Spraycoating

oder durch eine Fototechnik aufgebracht werden.

Die Erfinder haben erkannt, dass durch den erfindungsgeméalen
optoelektronischen Halbleiterchip 100 keine Galvanik
erforderlich ist. Ferner muss der optoelektronische
Halbleiterchip nicht gemoldet werden, das heillt mit einem
Silikon oder Epoxy vergossen werden. Ein Abschleifen des
Molds oder eines gemoldeten Tragers ist auBerdem nicht
erforderlich, um die erste und/oder zweite Kontaktschicht

freizulegen.

Gemal einer Ausfihrungsform kann statt einer Fotolackschicht
oder Metallschicht 7 der strukturierte Tradger 1 abgetragen
werden. Die Abtragung kann beispielsweise mechanisch und/oder
chemisch erfolgen. Dadurch kann eine erste und zweite
Kontaktschicht erzeugt werden, die in Seitenansicht in
Richtung weg von der Strahlungshauptseite Uber den Trager

hinausragen.

Die in Verbindung mit den Figuren beschriebenen
Ausfihrungsbeispiele und deren Merkmale kdnnen gemall weiterer
Ausfihrungsbeispiele auch miteinander kombiniert werden, auch
wenn solche Kombinationen nicht explizit in den Figuren
gezeigt sind. Weiterhin kénnen die in Verbindung mit den
Figuren beschriebenen Ausfiihrungsbeispiele zusatzliche oder
alternative Merkmale gemal der Beschreibung im allgemeinen

Teil aufweilsen.
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Die Erfindung ist nicht durch die Beschreibung anhand der
Ausfiihrungsbeispiele auf diese beschrankt. Vielmehr umfasst
die Erfindung jedes neue Merkmal sowie jede Kombination wvon
Merkmalen, was insbesondere jede Kombination von Merkmalen in
den Patentanspriichen beinhaltet, auch wenn dieses Merkmal
oder diese Kombination selbst nicht explizit in den

Patentanspriichen oder Ausfiihrungsbeispielen angegeben ist.
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Patentanspriiche

1. Optoelektronischer Halbleiterchip (100) mit einer
Strahlungshauptseite (101), umfassend

- mindestens eine n-dotierte Halbleiterschicht (21),

- mindestens eine p-dotierte Halbleiterschicht (23) und

- eine zwischen der mindestens einen n-dotierten
Halbleiterschicht (21) und der mindestens einen p-dotierten
Halbleiterschicht (23) angeordnete aktive Schicht (22), die
zur Emission von Strahlung eingerichtet ist,

- einen strukturierten Trager (1), der an der
Strahlungshauptseite (101) abgewandten Seite des
Halbleiterchips (100) angeordnet ist,

- wobei die p-dotierte Halbleiterschicht (23) mittels einer
ersten Anschlussschicht (3) elektrisch kontaktiert ist und
die n-dotierte Halbleiterschicht (21) mittels einer zweiten
Anschlussschicht (4) elektrisch kontaktiert ist,

- wobei die erste Anschlussschicht (3) mittels einer ersten
Kontaktschicht (5) elektrisch kontaktiert ist und die zweite
Anschlussschicht (4) mittels einer zweiten Kontaktschicht (6)
elektrisch kontaktiert ist, wobeili die erste und zweite
Kontaktschicht (5, 6) den Trager (1) vollstdndig durchdringen
und die erste Kontaktschicht (5) lateral beabstandet zur
zweiten Kontaktschicht (6) angeordnet ist, und wobei der
Trager (1) ein stabilisierendes Material umfasst, das aus der
Gruppe ausgewahlt ist, die einen Fotolack, ein anorganisch-
organisches Hybridmaterial, ein spin-on Material, ein mittels
Siebdruckverfahren aufgebrachtes Isolationsmaterial und

dielektrisches Material umfasst.

2. Optoelektronischer Halbleiterchip (100) nach Anspruch 1,
wobel das stabilisierende Material ein fotostrukturierbarer

oder thermisch strukturierbarer Fotolack 1ist.
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3. Optoelektronischer Halbleiterchip (100) nach einem der
vorhergehenden Ansprichen,

wobei der Trager (1) eine maximale Dicke aufweist, die
mindestens sechsmal groBer als die maximale Dicke einer
Halbleiterschichtenfolge (2) ist, wobei die
Halbleiterschichtenfolge (2) mindestens die n-dotierte
Halbleiterschicht (21), mindestens die p-dotierte
Halbleiterschicht (23) und die aktive Schicht (22) umfasst.

4. Optoelektronischer Halbleiterchip (100) nach einem der
vorhergehenden Ansprichen,

wobel die Anschlussschichten (3, 4) und/oder die
Kontaktschichten (5, 6) jeweils mindestens ein Material aus
Au, Ag, Ti, Pt, Pd, Cu, Ni, In, Rh, Cr, Al, W, Sn, Pb, Ge,
Bi, Sb, Zn, Kombinationen oder Legierungen oder Oxide davon,

aufweist.

5. Optoelektronischer Halbleiterchip (100) nach einem der
vorhergehenden Ansprichen,
wobei der Trager (1) als Schicht ausgeformt ist und eine

Schichtdicke von mindestens 80 pm aufweist.

6. Optoelektronischer Halbleiterchip (100) nach einem der
vorhergehenden Ansprichen,

wobei das stabilisierende Material des Tragers (1) ein
anorganisch-organisches Hybridmaterial oder ein spin-on

Material ist.

7. Optoelektronischer Halbleiterchip (100) nach einem der
vorhergehenden Ansprichen,
wobei das stabilisierende Material dielektrisch ist und aus

einer Gruppe ausgewahlt ist, die Siliziumoxid,
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Siliziumnitrid, Aluminiumoxid, Aluminiumnitrid, Titanoxid und

Titannitrid umfasst.

8. Optoelektronischer Halbleiterchip (100) nach einem der
vorhergehenden Ansprichen,

wobeili die erste und zweite Kontaktschicht (5, 6) in
Seitensicht tber den Trager in Richtung weg von der

Strahlungshauptseite (101) hinausragt.

9. Verfahren zur Herstellung eines optoelektronischen
Halbleiterchips (100) mit einer Strahlungshauptseite (101)
mit den Schritten:

A) Bereitstellen mindestens einer n-dotierten
Halbleiterschicht (21), mindestens einer p-dotierten
Halbleiterschicht (23) und eine zwischen der mindestens einen
n-dotierten Halbleiterschicht (21) und der mindestens einen
p-dotierten Halbleiterschicht (23) angeordneten aktiven
Schicht (22), die zur Emission von Strahlung eingerichtet
ist,

B) Aufbringen einer ersten Anschlussschicht (3) auf die der
Strahlungshauptseite (101) abgewandten Seite einer p-
dotierten Halbleiterschicht (23) zur elektrischen
Kontaktierung,

C) Aufbringen einer zweiten Anschlussschicht (4) auf die der
Strahlungshauptseite (101) abgewandten Seite einer n-
dotierten Halbleiterschicht (21) zur elektrischen
Kontaktierung,

D) Aufbringen eines strukturierten Tragers (1) auf die erste
und/oder zweite Anschlussschicht (3, 4), wobei der Trager (1)
ein stabilisierendes Material umfasst, das aus der Gruppe
ausgewahlt ist, die ein Fotolack, ein anorganisch-organisches

Hybridmaterial, ein spin-on Material, ein mittels
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Siebdruckverfahren aufgebrachtes Isolationsmaterial und
dielektrisches Material umfasst, und

E) Aufbringen einer ersten und zweiten Kontaktschicht (5, 6),
so dass die erste und zweite Kontaktschicht (5, ©6) den Trager
(1) vollstandig durchdringen, wobei die erste Kontaktschicht
(5) lateral zur zweiten Kontaktschicht (6) beabstandet

angeordnet ist.

10. Verfahren nach Anspruch 9,
wobei im Schritt D) der Trager (1) ganzfliachig auf die erste
und zweite Anschlussschicht (3, 4) aufgebracht wird und

anschlieBlend der Trager (1) strukturiert wird.

11. Verfahren nach Anspruch 9,

wobei nach Schritt D) eine Fotolackschicht oder Metallschicht
(7) auf den strukturierten Trager (1) aufgebracht wird und
nach Schritt E) die Fotolackschicht oder Metallschicht (7)
entfernt wird, so dass die erste und die zweite
Kontaktschicht (5, 6) in Seitensicht in Richtung weg von der

Strahlungshauptseite (101) tber den Trager (1) hinausragen.

12. Verfahren nach zumindest einem der Anspriiche 10 bis 11,
wobei die Fotolackschicht (7) einen Fotolack umfasst, der

16slich ist und nach Schritt E) entfernt wird.

13. Verfahren nach zumindest einem der Anspriche 9 bis 12,
wobei die erste und zweite Kontaktschicht (5, 6) im Schritt
E) aus einer Paste, eines Pulvers oder Kugeln zumindest eines
Metalls oder einer Legierung erzeugt wird, wobei im Falle
eines Pulvers eine anschlieRende Sinterung des Pulvers bei
Temperaturen von kleiner 500 °C oder eine Sinterung mittels

eines Lasers erfolgt.
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